
Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0222U000937

Державний реєстраційний номер: 0119U100700

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 21-01-2022

II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Синтез нанокомпозитних матеріалів на основі шаруватих кристалів А3В6, вузькозонних
напівпровідників А4В6 і твердих електролітів для виготовлення фотоперетворювачів і накопичувачів
електричної енергії

Початок етапу: 01.2019

Закінчення етапу: 12.2021

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Чернівецьке відділення
Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05540043

Місцезнаходження: вул. І. Вільде, 5, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58001, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Нацiональна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 25155

IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук
України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380442346674

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрям фінансування:  2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 3269.630



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Синтез нанокомпозитних матеріалів на основі шаруватих кристалів А3В6, вузькозонних напівпровідників
А4В6 і твердих електролітів для виготовлення фотоперетворювачів і накопичувачів електричної енергії

Назва роботи англійською:
Synthesis of nanocomposite materials based on layered III-VI crystals, narrow-gap IV-VI semiconductors, and
solid electrolytes for preparation of photoconverters and accumulators of electrical energy

Реферат українською:
Розглянута технологія виготовлення та приведені результати досліджень нових, перспективних для
електроніки напівпровідникових матеріалів та структур. Вирощені різні фоточутливі гетероструктури:
InSe/WS2, n-SnS2/p-InSe та n-Zn0.5Cd0.5O/p-InSe. Розглянуто виготовлення 2D вигнутих шарів InSe на
періодичному масиві стовпів Si, які можуть використовуватися для модуляції оптичного випромінювання.
Запропоновано фотоприймач на основі InSe, інкапсульованого Al2O3. Отримано та досліджено нові
композитні матеріли: n-InSe<RbNO3>; пресовані таблетки на основі порошків терморозширеного графіту,
InSe та GaSe. Виготовлено псевдоємнісні накопичувачі енергії на основі вуглецевих матеріалів.

Реферат англійською:
The technology is developed and investigations of new, promising for electronics semiconductor materials and
structures are resulted. Various photosensitive heterostructures were grown: InSe/WS2, n-SnS2/p-InSe and n-
Zn0.5Cd0.5O/p-InSe. The fabrication of 2D InSe bent onto Si-pillars is considered, which can be used for
modulation of optical radiation. An photodetector on the basis of InSe encapsulated with Al2O3 is proposed. New
composite materials were obtained and studied: n-InSe <RbNO3>; compressed tablets from powders of thermally
expanded graphite, InSe and GaSe. Pseudocapacitive energy storage devices based on carbon materials were
fabricated.

Індекс УДК: 620.22, 538.911, 538.971

Коди тематичних рубрик: 81.09

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Ковалюк Захар Дмитрович

Науковий ступінь:
Вчене звання:
Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:



VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Композитний матеріал n-InSe+графіт

Назва НТП англійською: Composite material n-InSe+graphite

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Технології, Матеріали

Галузь застосування: М 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Композитний матеріал напівпровідник-метал

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:

Назва НТП українською: Композитний матеріал InSe інтеркальований RbNO3

Назва НТП англійською: Composite material of InSe intercalated with RbNO3

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Технології, Матеріали

Галузь застосування: М 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:



Опис НТП:Композитний матеріал напівпровідник-іонна сіль

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:

Назва НТП українською: Гетероструктура n-SnS2/p-InSе

Назва НТП англійською: Heterostructure n-SnS2/p-InSе

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Технології, Матеріали

Галузь застосування: М 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Фоточутлива гетероструктура

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції:



Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:

Назва НТП українською: Гетероструктура n-Zn0.5Cd0.5O/p-InSe

Назва НТП англійською: Heterostructure n-Zn0.5Cd0.5O/p-InSe

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Матеріали

Галузь застосування: М 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Фоточутлива гетероструктура

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:



Назва НТП українською:Гібридний накопичувач електричної енергії на основі вуглецевих матеріалів з
водним цинк-йодним електролітом. Питома енергоємність – 208 Вт*год/кг.

Назва НТП англійською: Hybrid electric energy storage device based on carbon materials with aqueous
zinc-iodine electrolyte. Specific energy capacity - 208 W * h/kg.

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Вироби технічні, Технології, Матеріали

Галузь застосування: М 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Накопичувача електричної енергії, суперконденсатор.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:

Назва НТП українською: Фотодіод ZnO/InSe

Назва НТП англійською: ZnO/InSe photodiode

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Вироби технічні, Технології

Галузь застосування: М 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:



Опис НТП:Фотодіод

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:

Назва НТП українською: Гетероструктури InSe/WS2 для джерел оптичного випромінювання в
діапазоні від 1.0 до 1.6 еВ

Назва НТП англійською: InSe/WS2 heterostructures for optical radiation sources in the range from 1.0 to
1.6 eV

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Матеріали

Галузь застосування: М 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Ван-дер-вальсові гетероструктури для оптоелектроніки

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:



Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:

Назва НТП українською: Вигнуті шари InSe на періодичному масиві стовпів Si

Назва НТП англійською: 2D InSe bent onto Si-pillars

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Матеріали

Галузь застосування: М 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Періодична структура InSe на кремнієвій підкладці, що може використовуватись для модуляції
оптичних сигналів.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:



Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:

Назва НТП українською: Фотоприймач на основі структури Al2O3/InSe/SiO2/p-Si

Назва НТП англійською: Photodetector based on Al2O3/InSe/SiO2/p-Si structure

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Матеріали

Галузь застосування: М 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Фотоприймач

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту
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